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Failure Rate
-

* A higher percentage of modules failed in the 2005-2007
period as compared to the 1997-2005 period

» The higher percentage of failure in the 2005-2007 period is
attributed to the:
- market entry of a large number of new manufacturers

= 2007 Failure Rate Breakdown:
* Post-damp heat test failure (70%): ~60% dry hipot/wet
resistance; ~10% performance
* Post-Thermal cycling (200 cycles) test failure (20%):
~10% wet resistance; ~10% performance
* Post-Humidity freeze test failure (17%): ~17%
performance
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Figure 1.2 Module Manufacturing Costs and Profitable Price Forecast (2006 USS)

Cell Technalagy 2006 2010 2015
Cost Price (5] Costf Price (] st/ Price (3]
Crystnlline Slicon
Menocrysialling Sbcon 2500 175 2004 2.50 1.4 .20
Multicrystadline Silicon Cast Ingot 240 150 1.8 220 120 200
| aliy
Hikiban) Sheet Silicon Fogl 235 1.6 2,200 10 1,5/
Concentrators Silicon Cell 3000 5.00 1.5 2.50 1.004 1,70
Amorphous Silicon [a-55) 1.50) 150 1325 1.75 O Sy 1.40
M- Salicon
Copper Indwum [G] Diselenide (CFSS 1.50) 250 100 1.75 ooy 133
CIGS]
Cadeniurs Telluride ([CdTe) 1,50 2.50 080 1,50 uES 1.25
Factory Profitable Price 250 - 375 1.50 - 250 1.25 - 220
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Cell Efficiency Improvement- Average 22.5%
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	山口真史（豊田工大）
	CdTeやCIGS系の化合物薄膜セルは、アモルファスSiおよび微結晶Si薄膜セルと共に、低コストの薄膜太陽電池として期待されている。これらの材料は、真空蒸着やスパッタ法などで、わりと簡単に作製でき、多結晶薄膜でありながら、多結晶粒界が少数キャリアのキラーにはなっていなかったり、不活性化されていたりして、結晶粒径1μｍでも高効率が期待できる。
	HelioVolt社は、Field-Assisted Simultaneous Synthesis and Transfer（FASSTTM）による高効率PV素子のための低コストCIGS膜製造プロセスを報告した。２つのプリカーサ膜間の化学反応による２段階反応性transfer印刷法である。本方法で、セル効率12.2％が報告された。モノリシック集積CIGSモジュール製造と20MW製造ラインへの本技術のスケールアップが言及された。
	B von Rodernら（NREL）は、セルのチャンピオン効率と市場レベルの予想されるモジュール効率に基づいて、種々のPV技術を比較した。今日、First Solar社は、効率8.7％、10.1％に対応する62.5Wp、72.5WpのCdTeモジュールを出荷している。ドイツのWuerth Solar社、わが国のホンダ、昭和シェル石油は、効率約11.0％のCIGSモジュールを保有する。これは、拡散やスクリーン印刷プロセスの標準セルを用いた効率11～14％の2007年9月における結晶Siモジュールと...


